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【57】申請專利範圍
1.　一種預塗型底部填充材料用薄膜，含有：
含丙烯基之樹脂(A)，
自由基聚合性化合物(B)，係該含丙烯基之樹脂(A)以外之自由基聚合性化合物，
硬化促進劑(C)，及
熱硬化性化合物(F)，係該含丙烯基之樹脂(A)及該自由基聚合性化合物(B) 以外的熱硬化
性化合物；

該含丙烯基之樹脂(A)包含下式(2)表示之樹脂或下式(3)表示之樹脂；
該自由基聚合性化合物(B)包含選自於由馬來醯亞胺基及檸康醯亞胺基構成之群組中之至
少 1種；
該硬化促進劑(C)包含選自於由熱自由基聚合起始劑(D)及咪唑化合物(E)構成之群組中之
至少 1種；
該熱硬化性化合物(F)包含苯并 化合物；

該含丙烯基之樹脂(A)中的丙烯基與該自由基聚合性化合物(B)中的聚合性官能基分別以
eq./100g-樹脂計算，該含丙烯基之樹脂(A)中的丙烯基與該自由基聚合性化合物(B)中的聚
合性官能基之比率(丙烯基：聚合性官能基)為 1：1 ～ 1：7；
該硬化促進劑(C)的含量相對於該含丙烯基之樹脂(A)及該自由基聚合性化合物(B)之合計
100質量份，為 0.05質量份～ 10質量份；
該熱硬化性化合物(F)的含量相對於該含丙烯基之樹脂(A)及該自由基聚合性化合物(B)之
合計 100質量份，為 1質量份～ 100質量份；
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式(2)中，W各自獨立地表示含有芳香環之碳數 6 ～ 15之烴基；U各自獨立地表示氫原
子或碳數 2 ～ 6之烯基；n1表示重複數，且其平均值為 1 ～ 20之實數；

式(3)中，Y各自獨立地表示碳數 1 ～ 6之烴基；X各自獨立地表示氫原子或碳數 2 ～ 6
之烯基；n2表示重複數，且其平均值為 1 ～ 20之實數。

2.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該含丙烯基之樹脂(A)的質量平均分子
量為 300 ～ 10,000。

3.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該自由基聚合性化合物(B)包含選自於
由 2,2-雙[4-(4-馬來醯亞胺基苯氧基)苯基]丙烷、下式(4)表示之馬來醯亞胺化合物、下式
(5)表示之馬來醯亞胺化合物、下式(6)表示之馬來醯亞胺化合物、下式(7)表示之馬來醯亞
胺化合物、下式(8)表示之馬來醯亞胺化合物、及下式(9)表示之馬來醯亞胺化合物構成之
群組中之至少 1種；

式(4)中，R1各自獨立地表示氫原子或甲基，n3表示 1 ～ 10之整數；

式(5)中，n4表示 1 ～ 30之整數；

式(6)中，R2各自獨立地表示氫原子、甲基、或乙基，R3各自獨立地表示氫原子或甲
基；

(2)
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式(7)中，R4各自獨立地表示氫原子、碳數 1 ～ 5之烷基、或苯基，l各自獨立地表示 1
～ 3之整數，n5表示 1 ～ 10之整數；

式(8)中，R5及 R7各自獨立地表示 8個以上之原子以直鏈狀連結而成的烴基，R6各自獨

立地表示有取代或無取代之構成環的原子數為 4 ～ 10之亦可含有雜原子之環狀烴基，n6

表示 1 ～ 10之整數；

式(9)中，R8各自獨立地表示伸烷基，R9各自獨立地表示伸烷基、下式(10)表示之基、式
「-SO2-」表示之基、「-CO-」表示之基、下式(11)表示之基、氧原子、或單鍵，n7表示

1 ～ 10之整數；

式(10)中，Z為伸烷基或含有芳香族環之碳數 6 ～ 30之烴基，n8表示 1 ～ 5之整數；

。

4.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該熱自由基聚合起始劑(D)之 10小時
半衰期溫度為 100℃以上。

5.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該熱自由基聚合起始劑(D)包含有機過
氧化物。

6.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該熱自由基聚合起始劑(D)具有過氧化
酯、過氧化縮酮、二烷基過氧化物、或氫過氧化物骨架。

7.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該熱自由基聚合起始劑(D)包含選自於
由過氧化二異丙苯、二(2-三級丁基過氧化異丙基)苯、1,1,3,3-四甲基丁基過氧化氫、2,5-
二甲基-2,5-雙(三級丁基過氧化)-3-己炔、及三級丁基過氧化氫構成之群組中之至少 1種。

8.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該熱硬化性化合物(F)具有 400以上之
分子量。

(3)
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9.　如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該苯并 化合物包含選自於由下

式(12)表示之化合物、下式(13)表示之化合物、下式(14)表示之化合物、及下式(15)表示
之化合物構成之群組中之至少 1種；

式(12)中，R10各自獨立地表示芳基、芳烷基、烯基、烷基、或環烷基，R11表示氫原

子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、環烷基、或下述通式(a)～(t)表示之 1價～ 4價之有機
基，n9表示 1 ～ 4之整數；

式(13)中，R12各自獨立地表示氫原子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、或環烷基，R13表

示芳基、芳烷基、烯基、烷基、環烷基、或下述通式(a)～(t)表示之 1價～ 4價之有機
基，n10表示 1 ～ 4之整數；

式(14)中，R14表示烷基、環烷基、或亦可具有取代基之苯基；

式(15)中，R15表示烷基、環烷基、或亦可具有取代基之苯基；

(4)

- 22 -



式(a)～(t)中，Ra表示芳基、芳烷基、烯基、烷基、或環烷基，Rb表示氫原子、芳基、
芳烷基、烯基、烷基、或環烷基。

10.   如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該苯并 化合物包含選自於由下式

(23)表示之化合物、及下式(24)表示之化合物構成之群組中之至少 1種；

式(23)中，R16各自獨立地表示氫原子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、或環烷基，o各自
獨立地表示 1 ～ 4之整數，R17各自獨立地表示氫原子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、

或環烷基，p各自獨立地表示 1 ～ 4之整數，T1表示伸烷基、下式(10)表示之基、式「-
SO2-」表示之基、「-CO-」表示之基、氧原子、或單鍵；

式(24)中，R18各自獨立地表示氫原子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、或環烷基，q各自
獨立地表示 1 ～ 3之整數，R19各自獨立地表示氫原子、芳基、芳烷基、烯基、烷基、

或環烷基，r各自獨立地表示 1 ～ 5之整數，T2表示伸烷基、下式(10)表示之基、式「-
SO2-」表示之基、「-CO-」表示之基、氧原子、或單鍵；

(5)
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式(10)中，Z為伸烷基或含有芳香族環之碳數 6 ～ 30之烴基，n8表示 1 ～ 5之整數。
11.   如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，更含有無機填充材(G)。
12.   如請求項 11之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該無機填充材(G)的平均粒徑為 3μm

以下。

13.   如請求項 11之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該無機填充材(G)包含選自於由二氧
化矽、氫氧化鋁、氧化鋁、軟水鋁石(boehmite)、氮化硼、氮化鋁、氧化鎂、及氫氧化鎂
構成之群組中之至少 1種。

14.   如請求項 11之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該無機填充材(G)為二氧化矽。
15.   如請求項 11之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，該無機填充材(G)的含量相對於該含

丙烯基之樹脂(A)及該自由基聚合性化合物(B)之合計 100質量份，為 500質量份以下。
16.   如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，更含有具有助熔劑功能之有機化合物(H)。
17.   如請求項 16之預塗型底部填充材料用薄膜，其中，具有助熔劑功能之有機化合物(H)的

含量相對於該含丙烯基之樹脂(A)及該自由基聚合性化合物(B)之合計 100質量份，為 5
質量份～ 80質量份。

18.   如請求項 1之預塗型底部填充材料用薄膜，厚度為 10μm ～ 100μm。
19.   一種疊層體，具備：

支持基材，及

疊層於該支持基材上之含有如請求項 1至 18中任一項之預塗型底部填充材料用薄膜之
層。

20.   一種附設薄膜層之半導體晶圓，具備：
半導體晶圓，及

疊層於該半導體晶圓之如請求項 19之疊層體；
且該含有薄膜之層疊層於該半導體晶圓。

21.   一種附設薄膜層之半導體搭載用基板，具備：
半導體搭載用基板，及

疊層於該半導體搭載用基板之如請求項 19之疊層體；
且該含有薄膜之層疊層於該半導體搭載用基板。

22.   一種半導體裝置，具備如請求項 20之附設薄膜層之半導體晶圓及/或如請求項 21之附設
薄膜層之半導體搭載用基板。

(6)
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